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摘要(译)

形成在基板上的有机半导体元件部分覆盖有平坦化层，散热板通过粘合
剂层固定在平坦化层上，屏蔽层拦截在固化期间施加在有机半导体元件
部分上的不利影响。在粘合剂层和平坦化层之间形成粘合剂层。当粘合
剂层是光固化粘合剂层时，屏蔽层优选截取用于固化光固化粘合剂层的
光。当粘合剂层是热固性粘合剂层时，屏蔽层优选截断在热固性粘合剂
层固化期间发生的除气。通过采用这种配置，可以实现可靠的氧气和水
分拦截并高效地进行热辐射。还可以抑制在散热板粘附期间引起的不利
影响，并防止有机半导体元件部分（有机EL元件）劣化。
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